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【はじめに】β型単結晶酸化ガリウム(β-Ga2O3)

は 4.5 eV以上の大きなバンドギャップを有し、

次世代高出力パワー半導体材料として最も有

望な候補の一つである。一方、n型 Ga2O3のド

ナー不純物ドーピングによる電子濃度制御技

術が確立されているのに対し、十分なホール伝

導性を有するp型Ga2O3が未だ実現されていな

いという課題が存在する[1]。現状では、如何

に Ga2O3デバイスを設計・開発していくかは、

大きな技術的チャレンジとなる。方向性の一つ

として、Ga2O3以外の半導体を用いてヘテロ構

造を作製することが挙げられる。我々は、これ

までに表面活性化接合 (SAB)法を用いて

p-Si/n-4H-SiC ヘテロ接合を作製し、優れた電

流－電圧特性を得た[2]。今回、SAB 法を用い

て常温で Ga2O3 (001)/Si (100) と Ga2O3 (010)/Si 

(100)ヘテロ構造を作製し、界面構造を評価し

た結果について報告する。 

【実験方法】SAB 法を用いて常温で n-Ga2O3 

(001) 及 び n-Ga2O3 (010) 基 板 と SOI 

(Silicon-on-insulator) 基板を接合した。そして、

機械研磨とウェットエッチングにより SOI の

Si 基板と酸化膜層を除去した後、透過型電子

顕微鏡 (TEM)観察用試料を作製し、熱処理条

件と接合界面構造の相関について調査した。 

【実験結果】Ga2O3/Si接合界面の断面 TEM像

を図 1に示す。Ga2O3 (010)/Si (100)接合界面に

厚さ不均一な中間層が形成されているのに対

し、Ga2O3 (010)/Si (100)接合界面には厚さ均一

な中間層が形成されている。これは、接合プロ

セス前に実施したアルゴン照射プロセスの影

響が、Ga2O3結晶方位により異なることを示唆

する。 

 

Fig. 1. Cross-sectional TEM images of (a) Ga2O3 

(010)/Si (100) and (b) Ga2O3(001)/Si (100) interfaces.  
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